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"Disposicidn para el transporte de calor mediante
elementos térmicos, especialmente pare produceidn

electrotérmica de frio'.
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Ya es conocido el efectuar un transporte de
calor mediante elementos térmiébs. Hasta ahora, sin em=-
bargo, no era posible aprovechar técnicamente para la
produccidén de frio el efecto termoeléctrico. Los elemen=-

-

5 tos térmicos hasta ahora empleados se componian de metal
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y tenian ura fuerza térmica eficaz demasiado reducida.

De acuerdo con la presente invencidn se logra
un incremento especial del efecto electrotérmico haciendo
que uno o ambos brazos de los elementos térmicos se com-
pongan de semiconductores. Ante todo entran en considers-
cidn los semiconductores en el sentido estrecho de la
palabra que tengan las propiedasdes de la asi llamada
gemiconduccidn de lugares perturbados. Aguil puede tratarse
tanto de semiconductores defectivos como también de
gemiconductores de exceso, ]

La invencidn se basa ante todo en el conocimiento
de que los semiconductores, debido a concentracidn de
electrones mis reducida, poseen fuerzas térmicas mds
aumentadas. Decisivo para la economia, especialmente en
la produccidn electrotérmica de frio es, sin,émbargo,
también la proporcidn de la conductibilidad eléetrica
con relacién a la conductibilidad térmica, que ha de
escogerse lo mids elevada posible. Como sin embargo, esta
proporcidn determinada por la as{ llamsda cifra de Lorenz
ya alcanza con concentraciones de electrones, que se
encuentran una hasta dos potencias de diez por debajo de
aquellas de los metales, su velor asintdético mdximo,
mientras que las fuerzas térmicas ain son considerable-
mente superiores a las de los metales puros, los semi=-
conductores con las mencionadas concentraciones de elec-—
trones tiemnen considerables ventajas con relacidén a los
metales puros normales. (Solo en log metales puros bismutos
y antimonio se encuentran, debido a su estructura especial
ancrmal, condiciones favorables similares).

Ta influencis concurrente de la fuerza térmica
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y la proporcidén de la conductibilidad eléctrica con rela-
cidn a la térmica Queda recogida cuantitativamente por la
fuerza térmica efectiva introducida por Altenkirch.

Segin la ulterior invencidn se propone ahora un
dimengionamiento tal del contenido de lugares de pertur-
bacidn y con ello de la concentracidn de electrones, que
la fuerza térmica efectiva resulte lo mayor posible. Los
dos brazos del elemento térmico puede componerse del mismo
material base y mostrar solo un distinto contenido de luga-
res de perturbacidn. También puede un brazo del elemento
térmico componerse de un semiconductor de exceso y el otro
brazo de un semiconductor defectivo que muestren aproxima-
damente la misma densidad electroénica. Finalmente se puede
emplear la combinacidn de un metal normal o anormal con
un semiconductor, debiendose combinar en este ultimo caso
semiconductores de exceso en combinacidn con un metal de
fuerza térmica anormal en el sentido del antimonio, semi-
conductores defectivos con uno en el sentido del bismuto.
Como especialmente ventajoso ha resultado ser el empleo
de aquellos semiconductores que con densidad electrdnica
dada muestren una conductibilidad lo mayor posible, es
decir una movilidad de electrones lo més grande posible.

Como semiconductores entran en consideraciodn
semiconductores de lugares de perturbacidn con mgdxima
conductibilidad y movilidad, tales como por e jemplo Pb S
con elevado exceso de Pb o de S.

Segin la ulterior invencidn pueden los elementos
térmicos componerse de semiconductores en estado monocris-
talino y seleccionarse la orientacidn cristalogrédfica de

manera que la fuerza térmica efectiva se encuentre por
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encima del importe alcanzado en los policristales.

Ademds se puede también, mediante una influencia-
cidn de la estructura de los materiales que forman los
brazos del elemento térmico, lograr una reduccidn de la
conductibilidad térmica y con ello un incremento de la
fuerza térmica, Los brazos del elemento térmico, compuestos
de semiconductores, se pueden fabricar también mediante
prensado, sinterizado o fusidn de grano basto y fino o
de virutas. También se pueden construir log brazos de 1los
elementos térmicos de folios o de hilados o similares de
materiales semiconductores, Se efectia, por lo tanto, uma
influenciacidn de la densidad de empaquetado,

T on _ A

Descrita suficisntemente la nmaturaleza del
invento, 2s! como la manera de realizarlo en la practica,
debe hacerse constar que las disposiciones anteriormente
indicadas son susceptibles de modificacionss de detalle
en cuanto no alteren su principio fundamental. Tambidn
se hace constar que el invento corresponde a una patente
presentada en Alemania con fecha 2% de .marzo de 1949,
ne 872,210, acogiendose por 1o tanto a los beneficios que
concede el Convenio Hispano-Aleman de fecha 19 de febrero
de 1959, ratificado el 2 de junio de 1959, siendo lo que
congtituye la egencia del referido invento y por 1o que
se solicita Patente de Invencidn por 20 afios en Espafia:
"Disposicidn para el transporte de calor mediante elementos
térmicos, especialmente para produccidn electrotérmica de
frio"; caracterizdndose por lo siguiente:

12,~ Digposi¢idén para el transporte de calor

mediante elementos térmicos, especialmente para la produc-
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cidn electrotérmica de frio, caracterizdndose porque el o

los dos brazos de los elementos térmicos se componen de
seniconductores de lugares perturbados que muestiran un
contenido de lugares de perturbacidn y una concentracidn
de lugares de perturbacidn tales, que su parte de conducti-
bilidad térmica electrdnica se encuentra en la magnitud de
la conductibilidad térmica del cristal.

29,-~ Disposicidn segin la reivindicacidn 18,
caracterizdndose écrun dimensionamiento tal del contenido
de lugares de perturbacidn que, teniendo en consideracidn
la dependencia de la fuerza térmica real de la densidad
de electrones y teniendo en consideracién el paso de la
conductibilidad eléctrica y térmica con el contenido de
electrones, la fuerza térmica efectiva segin Altenkirch
gse hace lo mayor posible. '

32,~ Disposicidn segin la reivindicacibn 19,
caracterizdndose porque los dos brazos del elemento
térmico se componen del mismo material base y solo muestran
un contenido de lugares de perturbacidn distinto.

42,- Digposicidén segin la reivindicacidn 18,
caracterizdndose pordue uno de los brazos del elemento
térmico se éompone de semiconductor de exceso, el otro
brazo de un semiconductor defectivo que aproximadamente
muestran las mismas densidades electrdnicas. |

5¢2,- Disposicidn segin la reivindicacidn 18,
caracterizéndose porque uno de los dos brazos se coppone
de un metal con fuerza térmica normal (menor).

69 ,~ Disposicidn segin la reivindicacidn 12,
caracterizdndose pordue uno de los dos brazos se compone

de un metal con fuerza térmica anormalmente elevada, y esto



5e

10.

15,

20.

25,

96410

de manera que un semiconductor de lugares de perturbacidn
de exceso se combina con un metal de fuerza térmica anormal-
mente elevada del slgno de antimonio, un semiconductor
defectivo con un metal de fuerza térmica anormalmente eleva-
da del slgno del bismuto.

72.- Disposicidn segin la reivindicacién 1%,
caracterizdndose porque los brazos del elemento térmico
se componen de semiconductores en egtado monocristalino
¥ la orientacidn cristalogrdfica se selecciona de manera
que la fuerza térmica efectiva se encuentre por encima
del importe alcanzado en el policristal,

82.~ Dispogicidn segun la reivindicacidn 18,
caracterizdndose porque los brazos del elemento térmico
compuestos de semiconductores se fabrican porvprensado,
sinterizado o fusidn de grano basto y fino dé un polvo
sgpecialmente granuloso o de virutas,

92,~- Disposicidn segin la reivindicacidn 18,
caracterizdndose porque los brazos de los elementos tér-
micos estén construidos de folios o similares de materiales

gemiconduc tores.

102, - Dislosiélén para el transporte de calor
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